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1. 緒言 
CdTeは従来の検出器材料である Si，Geに比べ
てバンドギャップが大きく，原子番号，密度が大

きいため，室温動作可能な高感度・高エネルギー

分解能を持つ半導体放射線検出器として期待さ

れている．しかし CdTe にはポーラリゼーション
と呼ばれる長時間の連続使用によって性能が劣

化する現象が確認されている．この現象は，ダイ

オード構造を持つ CdTe 検出器でのみ発生し，オ
ーミック型のCdTe検出器では報告されていない．
そのため詳細なモデルはいまだに議論されてい

る． 
本研究では放射線に疑似したレーザーパルス

を用いて，空乏層幅が大きく変化するバイアス条

件下で CdTe 結晶内に実際にキャリアを生成し，
波高値・立ち上がり時間の評価を行った． 
 
2. 実験方法 
	 本研究では CdTe 半導体放射線検出器の評価の
ため，放射線の代わりに赤外レーザーパルスを用

いた．ガンマ線源は相互作用の位置・時刻・頻度

がランダムであるのに対し，レーザーパルスはそ

れらの要素の制御が可能である．これによりキャ

リアの生成位置を制御することができ，CdTeの内
部キャリアの挙動が観測可能となる． 
逆バイアス電圧(50 V, 100 V, 150 V, 200 V, 300 V, 

400 V)を印加した In/CdTe/Pt ショットキー型検出
器の厚さ方向(以下 z方向)にレーザーパルス 
（波長:850 nm，パワー:350 nW，周期:500 Hz）を
照射し，発生した電荷をプリアンプによって増幅，

出力波形をオシロスコープによって平均化し測

定した．得られた出力波形のピークを波高値，出

力波形の高さが 10％-90％に増加するまでの時間
を立ち上がり時間とし，波高値，立ち上がり時間

の照射位置依存性をバイアス電圧ごとに測定を

行った． 
3. 結果 
3. 波高値，立ち上がり時間の位置依存性 

Fig.1,2 で示したのは各印加バイアスでレーザ
ースキャンによる測定の結果であり，印加バイア

ス・照射位置依存を持つ波高値，立ち上がり時間

が得られることが確認された．波高値と立ち上が

り時間の傾向は 100 Vと 150 Vの間で変化し，こ

の差異は空乏層幅の変化に起因する．バイアス電

圧が 150 V より高くなると検出器は全空乏状態
となるが，100 V 未満では空乏層幅が狭くなり空
乏層外のキャリアを収集することが困難になる． 

 
Fig.1 Pulse height for each	 the carrier generated position 

 
Fig.2 Rise time for each	 the carrier generated position 

4．まとめ 
	 本研究ではレーザーパルスを用いて CdTe 放射
線検出器の波高値と立ち上がり時間を測定した．

キャリアの発生位置をレーザーパルスによって

制御することで，波高値と立ち上がり時間の位置

依存性を測定することが可能となった．波高値，

立ち上がり時間の傾向は高バイアス印加時と低

バイアス印加時で異なった．この傾向は内部電界

分布の変化に起因しており，本手法がポーラリゼ

ーションのメカニズムの解明に応用されること

が期待される． 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
0

2

4

6

8

Pu
ls

e 
H

ei
gh

t(m
V

)

position (mm)

 50V
 100V
 150V
 200V
 300V
 400V

第79回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2018 名古屋国際会議場 (愛知県名古屋市))20p-PB5-65 

© 2018年 応用物理学会 02-102 2


